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半導体微細加工技術を用いて作製した単結晶シリコンMEMSデバイスの梁構造に(111)面
でへき開破壊を用いて数μm角の均一でかつ原子レベルで平滑なナノギャップ構造を作製
する技術を確立，電気伝導特性を測定してナノギャップ間の電子放出を確認した．この技
術は低温度差で動作可能な熱電子発電への応用が期待される． 
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電子放出特性の測定 

単結晶シリコンの(111)面のへき開面をギャップ電極とするため，破壊により平滑かつ均
一なギャップを創製する．へき開には一体化した熱膨張アクチュエータを用いた． 

ギャップへの電圧印加による電流を測定した．5V以上の領域でFowler–Nordheim電界電
子放出に一致する特性を示しており，ナノギャップ間における電界電子放出を確認した． 
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